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【はじめに】 

アモルファス状の炭素膜はこれまでに様々な優れる特性を持った膜が形成できるため，すでに

広く用いられている。我々は分子自体に機能を備えている高分子の特性を加えた膜の堆積をねら

っている。そこで，高分子の基本となるベンゼン分子を原料とした場合のプラズマ化学気相堆積

過程におけるベンゼン分子の反応状態を調べている。今回基板バイアスの効果について，多重内

部反射赤外吸収分光法(MIR-IRAS)を用いて調べたので報告する。 

【実験】 

本研究で用いた装置は，高周波(13.56MHz)プラズマ源を備えた真空槽と，真空槽外に置かれた

MIR-IRAS計測系で構成されている。基板ホルダーに高周波(800kHz)電力を与え基板に印加される

バイアスを制御している。基板として用いたMIRプリズム上に堆積された膜の化学結合状態の変

化を「その場」「実時間」で赤外分光計測することにより堆積過程を調べた。 

【結果】 

右図には，異なる基板バイアスで，MIRプリズ

ム上に堆積したアモルファス炭素膜の赤外吸収ス

ペクトルを示している。2280cm-1付近に位置する

ベンゼン(C6D6)分子の C-D による伸縮振動のピー

クは，基板バイアスの増大とともに，強度が減少

する。一方，2110, 2210cm-1付近に位置するアルカ

ンの C-Dによるピークは，基板バイアスの増大と

ともに，強度が増大する。基板バイアス印加によ

り，ベンゼン分子の分解が促進されることを示し

ている。本発表では基板バイアスの大きさによる

反応過程の違いについても議論する。 
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図 1 ベンゼンを原料として PECVD 法に
より成膜したアモルファス炭素膜の赤
外吸収スペクトル 
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